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INTRODUCTION

Leés EPROMs (Erasable Programmable pead Only Memory)  sont
des mémoires programmables et effagables par lL’utilisateur
plusieurs fﬁis, ce qui les rend treés  utilisees lors de la
réalisation de prototypes ou lors de la fabrication de systemes
dans lesquels. on doit modifier quelquerols 'les informations. La
programmation des EPROMs nécessite toutefois l'utilisation d’un
outil spécial "le programmateur d’EPROMs". Le travall qui nous a
été assigné consiste en 1’etude, la conception et la réalisation
d’un prbgrammateur 4’EPPOMs  enfichable =zur le bus GO4  du
microordinateur ASYO réalise au laboratoire architecture des
systemes du centre de développement des technologies avancees., Ce
programmateuﬁ doit nous permettre de programmer un grand nombre
d’EPROMs de différents constructeurs et de p%rmettre.l’extensian
& d’autres constructeurs ou a de nouvelles EPROMs et

eventuellement & d’autres composants programmables.

La preésentation de ce projet S’articuie sur les chapilresz
suivants |

Le_premier chapitre est consacré a 1’gtude des differents
ﬂypes de mémoires tout en détaillant particuliéremenﬁ 1’etude des

EPROMs.

Au  deuxiéme chapitre nous decriverons l’environnement
hardware et software du programmateur Cmicroordinateur ASS -~
systeme d’explbitation 0=aJ .

Le troisiéme chapitre est consacré a 1’&tude des différents
blocs constituant le programmateur.

Enfin dans le quatriéme chapitre est présenté le logiciel de-

gestion du programmateur.



CHAPITLEI

GENEDALITES SUR LES
MEMOILES




CHAPITRE | : GENERALITES SUR LES MEMOIRES

1.1i- Introduction :

Tout. systéme informatique necessite 1'utilicsation de
mémoires pour enregistrer, conserver =18 restituer des
informations, nous distinguons principalement - deux grandes

familles de mémoires.

i) Les pémolres vives

il

1 )

-

Dont le contenu est volatile dés coupure de l’alimentation.
Ces mémoires sont utilisees dans les systémes micro-programnes,
les automates programmables etc.. comme mémoires

-de données pour stocker le résultat d’une acquisition ou
A’un calcul, pour mettre au point un programme

-de programmes temporalires ou de reésultats part:

(T
Fo
th

Les némnoires mortes

Nous pouvons diviser cette famille en deu categorles

s e sont les

* Les memolres mortes programmables une fois
EQMS (Read Only Memory? programmablies par le fabricant. Ces
dernieres sont utilisées pour memoriser dez informations ne
devant pas étfe modifiess telles que les instructions de base,

les microprogrammes de diagnostics de pamnes. etc, et le PROMs



(Programmable ROMs2 qui sont utilisées pour les essais finals
d’un programme qui vient d’étre mis au point et avant la

fabrication en série averc des KOMs.

* Les memoires mortes programmables plusieurs fois: ce sont
les EPROMs et les EEPROMs. EPROM et EEPRCM sont utilisées pour la
mise au point d’un programme car on peut effacer les erreurs et
réscrire le programme au fur el a m=sure des evolutions de
1’étude, pour une production de pelite serie ces mémoires sont

utilisées a la place des ROMs.

1.2- Les differents types de memoires :
1.2.1- Les mémolres vives

Les RAM (Random Access Memoryl sont des mémoires vives car
pour ces mémcires les deux opérations d’ecriture et de lecture
sont possibles a4 la volonté de l'utilisateur, et cecl gqusalgue
soit 1'adresse choisie. On distingue les nemolres statiques
[3] (SRAM) ou la lecture est non destructive et les

mémoires dynamiques ou chaque lecture est suivie d’une

réecriture automatique.

a= Memoires statiques @

La cellule mémoire des RAMs statiques est un circuit



bistable, une fols positicnnée 4 un niveau, la c¢ellule némoire
garde cet é&tat jusqu’a ce que le contenu solt changé par
1’utilisateur ou qu’elle ne scit plus alimentee. Ces mémoires

sont congues en technologie MOS et bipolaire. (fig.l1l.1 fig.1.2).
b~ Cellule de memoire dynamique :

Le circuit le plus simple est cbtenu par le schema de la
figure 1.3 [3]1, le transistor MOS est sélectionne par la ligne de
mot et la capacité C réalise la fonction mémoire. Pour écrire on
rend le transistor passant et on mémorise dans C le niveau de
tensidn présent, sur la ligne de digit, pour lire on rend le
transistor passant et on recueille dans la ligne de digit la
tension stockege déns C. Cette mémoire est dynamigue car la charge
contenue dans C ﬁe~ se maintienﬁ pas & cause des courants de
fuite, il faut done périodiquement rafraichir i’information

contenus dans la cellule.

10



+U
|

0 R=20k{} Re«20k{2 G

/7 -T 3 | | | '
: 0.3 “r-l r—l J_| r-L Adress

E: ' 3 Signal de lect
b . ecture .
‘E! .l E; .05 —I_l [- ‘Z 1" lign
TAdresse 3 de dig
i ligne 2t ligne __ 05 ] 2™ lign
de digit de digit volts écrire lwe  écrire  lire de digit
1 1 0 0

Amplificateur
de lecture

Ecriture  Niveau haut si”" lu  Ecriture
de “1"  Niveau bas si“0"tu  de "0"

FIG 1-1 CELLULE MEHOIRE A TRANSISTOR BIPOLAIRE

, :Jlil—— ————1‘::;‘ o __P H . I—l l—lf
.'-Ts—_LET.Il:‘ , E‘!z 'LL_‘: v —L o~

=

. U s, I’-—-
bo Tadresse D, Y U ““ Dy
: 0 T

— T

lire 1 T hire G
gécrirel ecrire 0

gcniture de 0 lecture écriture de i

-a-T, et T; a enrichissement, T, et T, a appauviissement.

FIG 1-2 CELLULE MEHMOIRE A ‘TRANSISTOR HOS

Adresse . ‘
ligne lecture- / (ligne de mot}
acriture . 1T

(ligne de digitl,/_ | _ | :
' /:' - K ==C
i

FIG 1-3 CELLULE MEMOIRR DYNAMIQUE
-



Les mémeires mortes

a~ Les ROMs

Les ROMs (Read Only Memory) sont des mémoires 4 lecture
seule, les données sont introduites dans ces meémoires par le
fabricant, d’aprés les instructionz du @ concepteur par

utilisation du masque de photogravure.

Les mémoires ROM ont deux inconvenisnts
¥ Le délai de reéaliszation est de 2 &4 3 mois aprés le
moment oU le fabricant regoit le code du client
*¥ Le codt élevé du masque des interconnexions.
Néanmoins elles sont avantageuses des que l= nombre des piéces

est important. [3]

b= Les PROMs :

Ce sont  des mémoires programmables ure fols par
1'utilisateur, le fabricant livre des circuits dans lesquels tous
les couplages sont établis s’il =’agit de FROM & fusibles ou sont

a4 établir s’il s’agit de PROM & jonction.

"

L’utilisateur réalise la programpaticon & 1aide d'un

appareil appelé "programmateur de FROM™.

12



* PROM a fusible : . A

Dans ces mémoires chaque transistor couplant une ligne de
mot. & une ligne de digit et mis en serie avec un fusible qui
supporte le courant de fonctionnement mais fondant lorsque le

courant de programmation le traverse. (fig.1.40

#* PROM a jonction :

Dans ces mémoires 1'élément de couplages entre une ligne de
mots et une ligne de digits est un ensemble de deux diodes
téte-beche, le couplage n’existe pas. Pour le créer, il faut
_court—circuiter l’une des diodes; pour cela on met 4 la masse la
ligne de mot et on applique sur la ligne de digit un train
d’impulsion qui met en régime d’avalanche la diede &
court-circuiter et fait fondre localement sa jonction. La ligne

de mot et la ligne de digit sont alors coupless. ({ig.1.5)

c- Les EPROMs :

Ce sont  des mémoires programnables slectriquement et
effagables par ultra-viclet. La cellﬁle de nmeémoire est un
transistor FAMOS (Floating gate Avalanche injection M. 0.2, Un
phénomgne d’avalanche créé entre le drain =t le substirat
‘permet d'obtenir des électrons d’énergle sufrisante pour

traverser une faible eépaisseur. de silice (10 mm); arrives sur

13
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la grille, les €lectrons, ayant perdu leur gnergle cinstique, vy
restent piégés; la grille chargees rend blogue le tranzistor
prealablement passant en supprimant un canal.

~

Pour reprogrammer la mémoire il faut enlever les charges de

la grille flottante; on peut :

¥ Soit les enlever & 17alde de ravons ¥, <i la nmemcire est

encapsulée dans un boitlier normal.

% Soit les enlever a Ll’aide des'réyons ultra-violet mais il
faut pour cela que le boitier soit muni  d’une fenétre
iransparente aux rayons ultra-viclet (la plus freéquented.
L’effacement est une operation quli dure environ 15 mn., La figure
1.7 nous donne le temps d’effacemsnt de 1'EPROM en fonction de

la source de lumisre utilisdée. [3)

d- Les EEPROMs :

_Pour. les EEPROMs CROM programmnabl e et effagable
electriquement), le procéde d'effacement est plus sinmple que
celui des EPROM car on n’'a plus besoin de source de rayons
ultra-viclet et surtecut le procédé d’effacement est trés rapide;
en outre on peut effacer et réecrire une zZone NENRLre Sans
modifier le contenu des autres cases mémolre. La propriete

d’effacement sélectif d’une zone constitus le point fort de ces

memolres.

15
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1.3- Modes de fonctionnement des EPROMs

Vee SORTIE DATA
GND o— —

e S T
| —

+ i fromno] | g
* ( ={pecoDeLR,
‘ ADRESSES { = - :
- DECODEUR|: | MATRICE
. Ne

Toutes les EPROM quelque soit leurs capacites mémoire sont
nmunies des signaux suivants :
* bus d’adresse
*¥ bus de donnees
* signaux «de commande
* tension de programmatlon

* Vee, Gnd.

% [e bus d’adresse : permst de localiser la case mémoire

programmer ou a lire.

' . . / , _ .
% Le bus de données : selectionmen lecture cueecriture lors

de la programmation. Une fols 1’EPECM programmes, elle ne peut étre

17
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sélectionnés qu’en lecture.

% Tension de programmation Vpp @ la valeur de cette tension

est specifique a chaque conStructeur et varie de 12 & 30 V selon

les recommandations de chague censtructeur.

% Les signaux de commande : sont généralement en nombre de

trols

CE : permet la sélection du boitier

QE (Qutput Enable) : valide les données en sortie

PGM : impulsion de programmation, pour certaines EPROMs

PGM n’existe pas, CE est alors utilisee comne impulsion de

programmation.

Selon les niveaux de ces signaux de commande on 2 les modes

de fonctionnement suivants.

1- Mnde écriture (mode programmationd

-

Pour rodramnmer une mémbire les opérations suivantes sont
prog P

nécessalres

18



% générer l’adresse de la position memoire & programmer et

1’appliquer sur les broches correspondantes.

x géngrer la donnée et 1l’appliquer sur les broches

correspondantes.

% une fois les données et les adresses sont stables on
génere une impulsion de 10 a 55 ms qu’on appligque sur la brochs

correspondante (OE si elle existe est a 1'&tat baso.

Lorsque la capacité de 17EPROM a programmer est grande,
cette méihode devient de plus en plus lente ce qui a amene les
constructeurs & élaborer des algorithmes de programmatlon
rapides, nous expliquerons ci-dessous 1'algorithme développé par
TEXAS INSTRUMENTS Calgerithme gque nous utiliserons — pour
la programmation des EPROMs).

% Une fois les données et les adresses sont stables la
tension Vec est a 6 V, on épplique la tension de programmation
Vpp 4 la broche correspondante une impulsion de,1l ms est appliqué
sur la broche PGM, et on vérifie si l’ecriture a eu lieu, dans le
cas contraire on refait la tentative, si au bout de 15 essais la
donnée n’a pas été stockée on applique une impulsion finale de
4 ms, si la donnée n’a pas été stockée on arréte l’opéfation,
éinon on passe & l’adresse prochaine, 4 la fin on refait une
vérification de tout le contenu de_l’EPROM a Vee = Vgp = B V, en

cas d’erreur un message d’erreur est envoye.

19




1.3.2~ Mode lecture :

1.

1.

1.

La lecture des EPROMs se fait une fals gue le boitier est
sélectionné, OE est &4 1’etat bas pour activer les données en
sortie, labroche de Vpp est a B V pour certaines EFROMs ou a

1'état bas pour d’autres.

2. 32- Mode attente :

Ce mode réduit la consommation de boltier qui n'est pas
sélectionnég, CE €tant a 1’état haut, la consommapion de 1’EPEOM

est alors considérablement réduite.

3.4~ Mode vérification :

Une fois 1’EPROM est programmée, on falt une vérification de

toutes les cases mémoires pour cela OFE est 4 17'€tat bas.

3.5- Mpde sortie déconnectee

OF étant & 1’état haut, le bus de donnéss est en haute

impédance donc non connecté au bus du systeme.

20



.5~ Mode programmation inhibee

Pour ce mode 1’EPROM est prétes a

est a 1l’etat haut, dans ce cas le busg

]

impedance,

21
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CHAPITRE | - LE MICROORDINATEUR AS-C

2.1- INTRODUCTION :

Diftérents nmodéeles de  programmat

aujourd’hul sur le marche.

x Les programmateurs o EPROMs

systémes de developpement.

¥ Les programmateurs d’ EPR M=

deg microordinateurs.

c“

*® Les programmateurs d’EPEOMs

non d’un interface série RSR320 pour

&l d’ EFROM=

enfichables <ur

commiini catl on

microerdinateur (compatible FC ou autrel.

Charun de ces programmaleurs prszen

inconvenients., Parmi les inconvenients

® Le prix onéreux pour les p ogr amnaleur s

* Les programmatsurs bon marchs
memolre de  masse  pour  shtockage des

programme que quelque types o’ EPROMs.

25
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inrormat ions

et /DU

ne



¥ Certains

compatible,

programmateurs nscessitent wun PO ou  un

*®etc, ..

Notre objectif est de faire un compromis entre les avantages
v g

et les inconvénients que presentent ces programmateurs d7EFEOMs a
savoir la realisation d’un programpateur  bon marchs disposant
d’une m2moire de masse et tendant vers l’universalité.

A cet effet notre cholx f'dt porté sur l'utilisation

COMmme
suppert du microordinateur ASO realisé au C.D.T. A

a servi comme outil
de travail Chardware et softwaired durant la reéalisation

de ce
prejet s’avére nécessaire.

lLa présentation de ce micoordinateur oqui

e

*
.

.E—VPresentation du microordinateur AS-9

Clest un
systéme modulaire extensible, construit autour du microcrdinateur

2 bits, le MC BR0OS de Motorola.

Le microordinateur AS-9 esi un produit dgu CDTA

Il est  dote d'un  evstems  dlsuployraiion T temps el
rmultitache et multiutilisateur, La rigure &1 montre la struciure
de base de 1’AS-89 el se

S extenslions.

b
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Le miercordinateur AS-9 avec sa configuration minimale est

composse de

-

% L’unite centrale : CFU B80S, Limer, EFPEOCM, EEZZZ

® L'interface {loppy disgue.

x BAM 53 Ko

* Termlinal monochromes.,

L*AS~-9 dispose des options sulvanies

*¥ Zome poste avec interface imprilmants LI

e reglable de 1850

T
L

Wl e

Cimprimants paralléled et [/0

T
paviy

% Interface centraoni:
parallé&les.
* Carte prolongatrice.

| ; : % Carte a wrappsr.

"2.3- Architecture du microordinateur AS=9 @

3.1- Le systéeme d’exploitation 02-9

v

id
f

¢
[
W0
4N
o]
(]
i
L

170S-0 est un systems 4 exploitation adapte aux

(-

26



la programmaticon moderne [1], [#). L'OS-9 est ne, pour le BE08 en
1980 et permettaif déja, grace aux qualites ex pflonnelle~ de ce

microprocesseur, de voir un systéms de lyps UNLY tourner sur un

processsur 8 bits,

Caracteristiques d’0S$-9 et performances du G809 :
*® Performances du 82804

L’ AS~-O est realise &4 base de BB0E, ce dernier constitue l7un
des meilleurs microprocesseurs &  bits  du merche.  Son jed
d’instructions présente des caractéristiques alléchantes parml
lesquelles nous retiendrons surtoul : |

% La possibilité de realiser des programnss independants de

leurs positions mémolre grace a l’adressage relatif long et au

n relacif.

40

chargement des registres

oy
[
1
—+
g
]
fus
[
—
K]
=
o
.
{

% Lz souplesse des transferts entre r&

leurs sauvegardes, ce qui ouvre le champ s programmes reentrants

s

1
Y
]
=
O
[
oot
it
ﬁ 1
(D
$0

% La richesse des modes d adressage disponibles Tait de o=

microprocesseur un composant d2 haab de ogamme L4l.
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¥ Caracteristiques d’05-3

L'0S-9 ezt  un  systeéme diewploitation multitadches et
multiutilisateurs, developpd par la sociéte MICROWARE et MOTORCLA
est. destiné au microprocesseur 6303, d'od son nom  d70s-9

(Operating system 8309).

Il est particuliérement. adapte aux applications complexses.

Ses principales caractéristiques sont

du svstemns @ némoire, EA5,

i

¥ Gogtion gtendus des ressource

tenps machine.

{1
—-
b
Pt
-
s
e
9
q
=
0
Pl
(4

% Interface opeérateur pulssant, facile

maitriser.

programaation modulaire  en

—
fax

¥ Partfaitement adapte &

mémolre morte.

la plupart des possibilités des logiciels ‘réentrants et
“translatables" gqui peuvent Stre parlaeges  par  plusieurs

~1
utilisateurs simultanément pour diminuer les bhesoins =n taills

menoire.
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L’0S-4 présente une variste d’utilitalress.

* BASICOY

* Editeur de texte

% Assembleur

* Debugger
Compilateur <

* Pascal

* COBOL

®x FORTRAN.

* =ta. ..

* Architecture du systeme

La figure 2-2, présente l’organisation génerale d’05-9

avec principalement le noyau du systeme et 1’ensenble des EsZ.
Nous distinguons danz cethte [lgure deux parties principales.

est constitnss du novad execytit el des

-

€T

* La premiere parti
R :

deux modules systéms, Clock et Init.

Le novau exdcutif est  responsable de 1 ewdcution  des

[}

fonctions systéms, Cas dernierss oons=rnent Ly desnion dss B

-

cesLion du multitache, la gestlion memnoire =t 1’7acoes  aux

1a

autres modules du systeme Cedition de liend.

L9
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D ROF Device Descriptors@® L3 SCF Device Descriptorsd—  Pipe
Descriplor

'Fig.?-? ORGANISATION GENERALE DE L'0S59.
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* Le module cleock est specifique du circuit horloge temps

L]
réel utilisé dans ce systeéems. [ntt =st une table d'initialisation

sollicitée par le novau lors du demarrags du systems, Il preciss

les tallles initiales des tables systemns, les nomns 1nitliaux des
periphériques, etc.. Jgs modules illustrent l&  concept de

modul arité introduit par 0575

Le noyau est identigqus quelque soit la machine sur laquelle
il tourne: a ¢e niveau du systéme zeuls lés modules clock el tnud
seront  specifiques d’un  matériel et d’une configuration

particuliére.

¥ La deuxieme partie inclut tous les niveaux concernant les
E/S. Toute requéte est traitée d’abord, par le noyau, guil invogue

ensuite les différentes couches decrites ci-apres

Les gestionnaires de fichiers (file managers). Chacun de ces
gesticnnaires est chargé de tralter un type paritlculier de

trangfert. N

Le second niveau est le manager E-% "IOMAN". Il permet un

traitement des opérafions d’E/5.

Le trolsigéme niveau gqui permet de traiter des primitives

d’E/S pour les classes simillalres d’interfasce E/S



* Le manager de fichier a acces ssquentisl ZUF (Sequential

Character File manager) gere tous les dispositirs de stockage gui

travaillent caracterse par carcters, comme les terminaux, les

imprimantes =t moden.

¥ Le manager de fichier a accés aleatolre "EEFY (Random Bloc
File manager) traite toutes les fonctions des dispositifs de types

di sgque.
¥ Le gestionnaire “PIPEMaN" permst de commandesr des
processus utilisant les "FIPE".

Les gestionnaires de circuits Cdevice drivsred o8 Lrouvent

pecitique d’un

i
O
-
]
.
=
(o
i
i
£l
—
w

au niveau 4. Chagque gestionnairs d
circuit d’E-AS particulier, il &3t present une s=sule 1'o1s &n

memolire quelque solt le nombre de circuifs = os funs prasonr

S

in

physiguensnt dans le sys

T
[

Les device drivers les pluzs utilisss sont les woduls

i
i

¥ ACIA pour interface serie
% PIA pour interface parailele
¥ FDC pour interface floppy disk

* HDC pour interface hard disk.

3%



2.

Les descripteurs de périphériques, situss au niveal 3, sont
des petits tables de parametrss assacides & chagque port de

systeme, i1l y aura donc autant de descripte

c
i

de peripherigues

que de péripheriques.

Clest dans ces tables que 1’on trouvera notamment . les noms
respectifs du gestionnaire de circuits =t du gestionnairs de
fichiers sollicités pour les transterts, ainsi  gus L7 adresse

physique et le nom logique du port i —méme,

3. 2- Organisation de la memoire =t daes entrees-gorties

L’organisation du champ d’adressage dans 17AS-G est repartie =n

ADRESSES CAPACITE

FFFF EPROM ' 4 ¥o
FOO0
EFFF
‘ périphériques QUZ omotets
__ECis _ _ o=
Ci5
utilisateurs 2 metets
ECOO0
EBFF
DA ) 5 Fooctet s
OO0 '

Tableau 2.1.a- Organigramee de la memolls par Zone.
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ADRESSES

MEMOI RES

CapatlTE

EFFF PeEser ve el el
T
[
FDC = oact ots
EFFs
EFFT?
TIMER % octets
EFFO
EFEF
. Pz 4 ooctets
EFEC
EFEB
Cecentronl sl 1 octels
EFES
EFE?
EFES TERM. BPSZ23200 2 octels
EFES
EFE4 TL Cimprimante seriel Z octets
EFE=3
EFEZ Tl CR=S23200 2 octets
EFE1L
EFEQ TERM (RS232200 2 Koctetbs
EFDF Fager v o miztels
EFCE e _ o
EFCE
. PROGRAMMATEUR [’ EFEOM B octels
EFCO
EFEF : | '
Péegerve OEEy octets
ECtO _
ECOF
Utilisateur 1B motets
ECO0 L
Tableau 2.1.b- Organisation des adresses de periphsridues

2



2.3.3~ Les moduies hardware de 1°AS-9 :

Le hardware du microordinateur est composé de quatre cartes

principales.

a~ Carte bus GHd

)

Le bus est adopté par plusieurs compagnies Uuropgennes.
Actusllemsnt il est utilisé comme standard dans les syste

industriels 8 bits.

Les cartes au standard simple Europs (EBurocardd sont

réalisess autour du bus GH4. 11 est compose ds

¥ 16 lignes adres

t

=
==

¥ 8 lignes donnege

4

® 20 lignes de contréle

¥ 10 lignes d’alimentation.

Les specificaticns du buz G864 sont identifieses dans le

tablezu 2. 2.

%




Alimentation + 5 Vdc
' + 12 Vdo
- 12 Vde
+ 5 Vde batterie (3 42 5 Vdo) en opticon.
Interface Adresses compatible TTL ~ haute impedance
Donnees : compatible TIL . haule 1mpédances
Autres signaux : compatible TTL ~ collectsur
ouvert  haute lmpédance
Adresse 18 lignes + 1 ligne signal “page”
Transport de
données 2 18 bits.
Connecteur : i
de bus 1 connecteur %4 pins standard DIN 41812B.
Polariteé de
signaux ' logique : positive
' adresses @ non invers2es
donngss @ inverzees
lignes de contréle
Nombre de
modul es 2 modules maximnum,
Tableau 2.2 : Specifications du bus GG4.
Ces signaux <ont identifies dans le tableau 2.3 Le bus GU4

utilise le connecteur femslle standard DIN 41612E. lLes modules

G64 correspondants sont 4 base de connecteurs males DIN 4181 28B.
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Noo PIN

Colonne B Comnmsntalire
GND) 1 BND alimentation (&)
AZ = AD
AD 3 A1
AL G e H
All = A3
AlZ & Ad C162 lignes adresses
Al3 7 A5 A0 2 A1H
Al s A
a1 & A7
“BEQ 10 BGRS
<BRQ 11 BEES
~BLACE = /HALSD
~Enable 1z MCLE lignes de contréle
SRES 14 VP4 C1an
<NMI 15 ZREDY
ZTRG 16 SYMA
SFIRQ 17 R4
~FACK 13 HALT ACK
D12 19 < D
SD1 3R Z0 PN C8E) donness
<Dl 4 zl < DLO Zems byvte
sDLs 22 s 1 '
gz =3 o0
<D Z4 D C@h donneess
~DE 25 <D ler byte
7D7 26 sD3

s/Parrity ERROE 27 ~Page
ZChain In 28 Chain outb Divers (40
SV Battery =9 -GV
-2V 30 + 12V Alimentation
+ BV 31 + BY
Gnd 32 &nd

Tableau 2.3:

Identification des

3%

S1gnalll o«
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b= Unite centrale

e module comporte le MG 8809, uns EPFOM de 4 Ko contenant

le noyau du systéme d’exploitation OS-9, un décodsur d’adresses,

serie; le réle de ce module est

83

un timer et un pori P‘ Ers =
a

gerer tout l’envirenneﬁ~n1 du microprocesseur B303, et de fournir

les signaux nécessaire

T
|
|
L

c- Ménoire vive (DREAM)

[=R

L& 64 Ho représente la mémolire centrale

Au microordinateur. Seuls 59 Koctets sont ublllisés.

|
|

d- Interface contrdleur disque simple CFDOD

|

Cette carte a pourirole de gérer le

Cette carte de c*plu

transtfert des E~/S ds
données entre la mem@lr? el les unites de disguette ¢

|
maniere autonome.

-

Conclusion

Dans ce bref apergu,| nous n’avons pas citeé tous les modules

qul constituent le micro?rdiﬁateur AZ-Q, nous nous sommes limites

. Lo .
a decrire les modules qui sent en relation directe avec la

réalisation du programmateur tout &5 donnant  bzaucoup pluz de

déetails sur le bus G54 sdpportant ce =

|
|
|
8

1
1
11
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REALISATION DU PRGEDAMMATEUR

D'EPROMS
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CHAPITRE 3 : REALISATEON DU PROGRAMMATEUR D'EPROMS

2.1- Introduction :

|

Four atteindre 1'objectif de notre projet. a4 saveir la

PERFROMs unlverssls, on s

confronté aux problémes de non conpatibilite des EPROMz, en effet

constructsur &4 un autre par

réalisation d’un programmateur d
|

les EFROMs existantes dirférent d’un

leurs
* pbrochage ]
| .

® signaux de gommande

* tension de prograunatlon

Pour un méme constructeur
d’un type d’EPEOM a un autre d’ou la necezsite
entre l%; différent=s  types
=l
“T
i

comparative

Cethe etuds nous a SErve o de

nCes.,

ﬂ'

determiner, ~es diff

la conce ptluﬁ du progiammateur

3.2~ Etude comparative de% differents EPROMs @

4
1
: b _ . . S
Notre etude S’ES% limites & 1’ atude des EPREOMs rabriguess
teurs cites dans 12 tableau 3.1

par les six construc

L0



Néanmoins la plupart des EPROMS non reépsricoriess sont

compatibles avec les EPROMS qui y sont citeées.

Dans cette étude on donne en premier lieu

EPROMs

le classenent
des selon le | constructesur €(fig.2.2 3.7 =n falsant

apparaitre Lous les signaux (DaThA, adresses, comnanded
| . .
nécessaires a la lecture et a la programmation. Pour chaquz

|
constructeur les tensigns de lecturs et de programmaticon sont

. i
récapitulatées dans les tableaux 3.2 a 3.7.°

3

Constructeur EPROMS Organisation Nonmbre de
{ broches
TEXAS TMS 27321 4K v B hits 24
instruments TMS 2764 BK ¥ 8 bits e8
T™MS 871%8 1BK x B bits 283
TMS 2516 2K » 8 bits 24
T™MS 2532 4K »= 8 bits =
T™MS 2564 SK x 8 bits 25
INTEL 2716 j 2 x B bits 24
2735 i 4 % 8 bits z4
2754 | 8K x 8 bits 23
P 2764 A 8K x 8 bits B8
27128 A 16X » 8 bits 25
THOMSON ETC 2716 2K w8 bits Zd
ETC 2732 4K % 8 bits Zd
ETS 27CH4 BE x 8 bits 23
TS Z7CES6 32K w & bits en
MOTOROLA MOM 2516 2K w8 bits 2
MCM 2532 4K x 8 bits 24
MCM BS7T754 8 x & bits 24
|
HI TACHI HN 2716 | 2K w & bits 2d
HN 27325 4K x 2 bits =2
HN 2732 4K w8 bits 24
HN 2764 | 8K 3 8 bits 25
FALRCHILD F 2732 4¥ » 8 bits 24
‘ F 2vad B » & hits ]
Tableau 3.1 EPFOMs repertoriess




= == Vpp VPP Vpp 1 Vee
~-  -- A2 Al2 A2 2 27 ‘PCH_PGM CS1 _--- -—= |
A7 A7 A7 A7 A7 - B P AT 'a13 NC CS2 Voc Voo
A6 A6 NG A6 A6 4 93] 25 ag” A8 ~ A8~ w8 AB
AS AS A5 RS AS 5 g 24 A3 A9 A9 AT A9
At A4 A4 A A4 6 v 23 iali_all pLi_all vee_
A3 A3 A3 A3 A3 =7 0. 22 'O _OF _ OE OE-vpp OE_ _ .
A2 A2 A2 A2 A2 8 Led 21 P1B_ALD AIG_AIG MO _
Al A1 Al Al A 9 — 2o \CE _CE_CE CE_CE _ .
A AR AR A AB 19 o 19 @7 ©7 Q7 o7 o7
e G0 0@ G oe 1t O 18 @6+ D6 ©6 06 06
@ a1 o1 o a1 2 o 17 @5 Q5 05 05 @5
@2 @2 e e o2 13 % 16 G4 @4 G4 04 04

Gnd  Gnd 14 A 15 @3 83 @3 63 e3

Gnd Gnd Gnd

¢

Fig.3.2- IIENTlFi]CﬁTION DES SICAULX DES EPRONS D* INTEL.

2732

2764 23 vV
ev64A 12,95 V
27128 12,5 V




—_MCM68764
MCM2532

MCM2716
I | MOTOROL A ] l
— [— - 2 - ——
a7 A7 A7 3 s ’,— " 26 vec Voo Voo
a6 A6 A6 4 9! a8 A8 A8
AS AS RS S5 g A3 A9 _ A9 _
nd A4 A4 6 ¥ ' Upp__Vop_ ¢ SER
A3 A3 A3 7 o | € E/PCH E-Vpp |
A2 A2 AR 8 ul - _n_m_ ALB_AL
AL AL AL 9 — E/PQM AIL _ALL_|
AB A8 AB 18 v @7 @7 @7
@ GO 0O - 11 O 66 @B 06
or Q1 01 12 (A Qs 05 o5
g2 w o2 13 % G4 @4 04
Gnd Gnd Gnd 14 0 @3 @3 o3

Fig.3.3 - IDENTIFICATION DES SIGNAUX DES EPRONMS DE MOTOROLA

READ JWRITE (PROGRAMMATION)

IMCM2716
MCM233e
MCM&8764) S V

2o V oV
2o V 5 V.

Tableaw 3.3 — ALINENTATION DES EPROMS EN LECTURE ET EM PROGRAMMATION ¢ MOTOROLA 2
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HN462716-G1
HN462732,G1
HN462732

HN482764
HITACHI '

<
k]
°
-
o
-]
-
I
Iy
[
I
}
!
I
1
by
!
]
|
1
1
i
1
1
|

- - — AR 2 27 PG —== = 2o
A7 a7 A7 A7 3 NS T2 NC__ Voo WYoc Voo |
A6 A6 A6 A6 4 [4)] 25 a8 A8 A3 A8

A5 RS AS RS s g 24 R A9 A9 A9

A4 Ad M A4 (3 v 23 AlL_ALL Ypp Ypp
A3 A3 A3 A3 7 o 22 OE DE/Ypp CE__ GOE

A2 A2 A2 A2 8 bl 21 Ale _A1A _AIB _A18
a1 AL AL Al 9 — ee CE__CE__All CE__
R AB AB AB 10 v 19 G7 @7 o7 Q7

@@ B GO ge 1t O 18 G6 B6 B6 06

1 o e o 12 a 17 05 @5 a5 05

e e w2 a2 13 % 16 @4 ©4 o4 04
Gnd Gnd Gnd Gnd 14 0 15 03 ©3 @3 a3

F1G.3.4-~ IDENTIFICATION DES SIGAUX DES EPROMS DE HITACHI

HN462732-G1

HN462732 25\ SV
HN462764 PS5 Y S V

Tableau 3.4- ALIMENTATION DES EPROMS EN LECTURE ET EN PROGRAMMATION ¢ HITACHI 2

Ly




TMS52316

TMS2732

TMS2532

-~ - -= VYpp Vpp 1 28 Yee |
— - - A2 A12 2 a7 1 PGN
A7 A7 A7 A7 A7 3 TN e ‘A13
Re A6 A6 A6 A6 4 14p] 25 a8
A5 A5 AS AS AS 5 g 24 A9
MM A4 A A A4 [3 Y 23 AU
B3 A3 A3 A3 AD 7 o 22 '0E
A2 A2 A2 A2 A2 8 L 21 A10
M A1 AL Al Al 9 .. o0 E_
fe AB AB Ad  AB ! 18 v 19 a7
[*]°] v]"] Qo (v ] ue 11 (8] 18 Q6

a1 Qi @1 Q@ o 12 o 17 a5
g2 @2 82 o e 13 % 16 oy
Gnd Gnd Gnd Grd Gnd 1 14 T 15 a3

TMS2764

(——*——TMSE?188
-

.

_— e = mm mm i M omm v e =

)

Yoo ——
PcH ——
NG Voo
ng ~ A3
a9 A9
aly Meo_
DE OE-PGHN
Ate A1
E _ Al
w o7
@ 6
05 o5
a4 4
3 o3

Ve Voo
a8 a8
A9 R9
Aty Vep_
OE/Vpp E
Ale A8
_E _ OEPGN:
a7 o7
s b6
Qs s
a4 [~L}
Q3

Figd.5- I]ZENTI‘FICQTION DES SI1CAUX DES EPROMS DE TEXAS INSTRUMENT

™S 2516 5V
TMS 2732 2l v >V
TMS 2332 2oV oV
TMS 2764 21 v 6 V
TMS 27128 2l Vv 6 V

Tableau 3.5- ALINENTATION DES|

EPRONS EN LECTURE ET EN PROGRAMPMATION (TEXAS INSTRUMENT)

L5




FAIRCHILD

1
1
-
n
o
]
]
]
<
0
[¥]

AIZ2 == 2 27 v == PGH_,
A7 A7 - IV -7 'Voe_ NC_
f6 A6 4 9] 25 a8 AB
AS A5 5 g 24 A9 A9 _
M e 3 & 23 1A11_al1
A3 A3 ? o 22 Covpp G !
A2 A2 8 L 21 a18 _A18_
Al Al 9 L ee £ E__!
A AB 18 o 19 ez o7

. e o8 1t o 18 @6 06
a1 o1 12 o 17 a5 @3
@ a2 ! 13 % 16 g4 G4
Gnd Gnd 14 e 15 a3 @3

Fig.3.6- IDENTIFECATION DES SIGNAUK DES EPRONS DE FAIRCHILD

TABLEAU 3.6~ ALINENTATION DES E?ROﬂS EN LECTURE ET EN PROGRAMMATION ¢ FAIRCHILD >
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L ETCR2716

|
— ETC2732

— TS27C64

TSB?C856

== == Vpp Vpp Yee Moo - oTo
- — A2 AR 2_ Al4 _PGh_——— -—==
a7 a7 A7 EERN & A13 _NC__ Voo Voo
A6 PRE M6 A6 4 a 25 a8 N8 A8 A8
A5 AS A5 A5 5 % 24 A9 A9 _AI_ A3
poae M e ¢« g = ALT ALl AT vpe |
A3 A3 A3 A3 i ? o 22 [0E DE 0E-vpp OE
A2 R2 A2 A2 =8 L 21 T A1@ AR A1G_A18
a1 At AL A =9 e [cE ce_ cE cespon
A8 AB AR AB e "% 19 a7 @7 @7 07
g2 B0 Ge G8 1 () 18 g6 §6 06 06
a1 o1 Q1 a1 12 a. 1?7 Q5 05 05 @5
g2 @ w e 513 % 16 ‘ G4 @4 Q4 04
Gnd Gnd Gnd Gnd =14 0 15 @3 @3 o3 a3

Fig.3.7- ]DENTlFiCHTION DES SIGNAUX DES EPROMS DE THOMSON.

ETC2732
TS27C64 |
TS27C236f 5 V

12,5 V
12,5 V

Tableaw 3.7- ALIMENTATION DES EPROMS EN LECTURE ET EN PROGRAMMATION ¢ THOMSON )
i

i
\
|
!
1

e




|
i
1

De 1’etude des ta%leaux 3.8 4 3.7 résulte le tableau 3.8 qui
explicite les différeﬁts signaux appliquss aux EFEOMs que ce =soit
en lecture ou en prodrammation. Dans ce tableau sont donnés les
nﬁméros des” pins d& suppert. et non celle des EFREOMs.  En
suivant les figures 3.2 a 3.7 on suppose que toutes les EPROMs
sont placees sur un stport de 28 broches de manieére 3 ce que le
Ground soit sur la| broche 14 du support  (qui correspdnd
respectivemnent aux piﬁs 12 et 14 des EPROMs 3 24 et &8 broches).

|

t

ul

Ty e
UL e

Humeéro de pin Slgnaidx, Len
du support

20 . . PCM CE G MM

Vpp . FEM e (=

[
fu

<
(9]
O
=
i
[F%:

Tableau 3.8 Tableau récapitulatif.

1

3.3= Schema synoptique :

Le programmateur [d’EPROM dont le schéma synoptique est

representé sur la figure 3.8 est compose de

|

\
|




SUFFERﬁf‘

Ap - .~515 ;

R/W

=

RES

FIG 3. 8

CRCULIT

DE
DECODA -
GE

'L.————. 3

SCHEMA

~L °

L

SUPFORT
£PROM

g

)

ADRE SSE
MS-B

IC &

.

iinminpl

S ]

|MMABL.E

ALIMEN-
TATION®

PROGRA»

SIGNAUX
2ES COM-

CIRC U

D AIGUL-
LLAGE .

15

MANDES

DEPRCM
1C S

COMMAN-
DES .

D AIGUIL-

T

| L-?E??S
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% un ensemble de llatchs pour le stockage temporaire des

données, des adresses, 'des signaux de commandes e ]1°EPROM et du.

circuit d’aiguillage

X
£
3
[14]
ar
+—
-
=
]
=
o+
W]
-
e
O
o2
e
o
S
4
AR
5
W
o
p—
)
L’
(5]
O
]
0
-
1
L1
far
=
lea
—
]
P
i)
0
1~
g
-t
o
@

pregrammation et la tension d’alimentation Voo

¥ un circuit d’aiguillage qui -permet de sélecticonner les
signaux a appliquer ad support de 17EPROM, une fbis celle-ci

cholsie

0
]

® un circuit de

ldécodage qui  permet  la sélection  ds

différents latchs.

\ . | o
Avant de faire 1’étude de chaque bloc, nous decriverons

ci-aprés le principe de fonctionnement du programmateur.

Le programmnat eur est connacte aud Dus G4 du

micro-drdinateur, a la mise scus tension le nodule  est

e

initialise, les données, lez adresses el les signaux de commande

de 1’alimentaticn, d= E’EPEOM et du circuit dlaiguillage sont
appliqués aux difféerentsd latchs & travers le bus de donnses avant

d'étre appliqués a 1’ EPROM,

5 opsratlons sulvahtes sont

T

Pour programmser une EFkOM, 1

elfectuees. !
i
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®* un ensemble de latchs pour le stockags temporaire des
données, des adresses,|des signaux de commandes de 1’EPROM et du

circuit draiguillage

* une alimentation programmable fournissant la tension de
pregrammation et la tension d’alimentation Vec
|
:
x un circuit d’aiguillage gqui permet de sélectionner les

signaux & appliquer aL support de 1'EFEOM, une rois celle-ci

choisie

!
1
i
i

[N
G

% un circuit de ; décodage <qui permet la sélection

différents latchs.

Avant de faire 1’dtude de chaque bhloc, nous decriverons

ci-aprés le principe de Tonctionnsment du programsateur.

L= programmateur ezl connscte au bus G54 du

micro-ordinateur, a4 la mise sous tension le module  est

de 1’zlimentation, de 1’EPROM et du circuit d’aiguillage sont

initialisé, les donnéeﬁ, les adresses et les signaux de commands
appliqués aux différents latchs & travers le bus de donngses avant
d’étre appliqués a 1’EPROM.

|

!

|

1

Four programmer une EPRCM, les cperations sulvantes sont

of fectudes.
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o))

1]

| . .
¥ Les commandes du circuit d’aiguillage sont mémorisées dans
un latch afin de configurer-le support pour qu’il soit compatible

avec le brochage de 1°’EFROM choisie.

F

b
i

SEoet MSB sont envoyés‘ par

r

¥ Les adre ses
ricroprocesseur : 1’adresse LSB est appliquée au support a
: o
travers IC3 alors qu ? 1’adresse MSB passe respec +lvemen+ par

IC4 et le circuit 4d° élgUlllage avant d’étre'ap liques au support

¥ La donnge est|appliquée aux broches correspondantes une

JTols mémorisée dans JICE

{n

* On selectionne | la tension de programmation en envoyant ls

commande adéguate au |latch correspondant

|
¥ Les signaux de commande de 17EPEOM sont mis zux niveaux

nécessaires a la programmation pendant un temps L1 determing
suivant le type d’EPROM. Les mémes copérations sont sffectuess
pour la lecture ou le test de virginité de 1°EPROM & 1 excepticon

que les signaux de commande ne sont pas aux neémes &talg,

i~ Circuii de decodaga

K

Le programmateur =3t wvu par le microordinateur  commes

positions memolires.
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0p - Oy

74LS 640 K 10g - b7
19
ﬂ
[
19
w

7415 682

MWULS 244

--sv

FIG 3.9 CIRCUIT DE DECODAGE
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oy,

Le comparateur 74LS65Z compare continuellemsnt Vpa, Ag 2 A3
avec le mot (011110000 (fig. 3. 9. Lorsgue l’adresse est comprise
entre EFCO - EFCY? la zortie du comparateur (CS) se met 2 1etat
bas et valide le buffer de donnges 74L3840 st le décodeur 7415133
qui permet de délivrer les signaux de selectlon des differents
latehs selon la combinaison Azfiéo. Le tableau 3.9 nous donne

1’ adresse de chaque latch.

Désignation AZA1AC | Adresse Regisires selectionnes

CSo O 0 0 EFCO Commandes de llalimentation
' programnabl 2 :

Cs1 001 EFCl Ldresse MIB
Csz2 010 EFCE Adresse LIB
CS3 : 011 EFC3 Donness de programatlon

C=4 100 EFC4 Alguillags des signaux
C=3 1 01 EFCS Signaux de commande

de’ 1’ EPROM

Tableau 3.9 ': Sélection des reglstres.

5 4




-

33,2~ Selection des differents latohs

* Latchs des donnees @

La méme. adresse est utilisée pour wvalider les latchs DATA

READ =t DATA WRITE.

‘Les signaux : OC¢ = BAW . (53 et Ol2 = RA . (23 (commandes

des sorties des latchs) permettent de sélectionner un latch tout
en inhibant l’autre selon gqu’eon est en mode l2ciure ou en mode

acritures.

"% Latchs des adresses :

"Elles sont sé&lectionnges lorsgue 17 adresse

le

1y
o
e
]
L
s
D
k]
Vg
5

mieroordinateur est EFCE pour 1'octet de polds faible et EFCl

pour 1l’octet de poids fort.

*« Latch des signaux de commande de 17EPROM :

Les signaux de commsends de 1TEPREO o0t =0 nombes fle Liols
CE o perwet la selectlion de 17 EFRO

OF - wvalide 1’EPROM en lecture

PGM : impulsion programmable de dures déter mi nee

55




3.3, 3~ Alimentation programmable
a- Generation de tension de programmation :

Notre choix s’est porte sur ung slimsnuatlon a bass de LMILY

Cfig. 3.105 plutdot quse sur une slimentation a base d’un

convertisseur numérique analogiqus, car moins coldteuze et plus

—

facile & réaliser. Le principe de Tonctionnsment dJde cette

alimentation est le suivant.

t
T
=
o
ey
91
i
T
[a R
1}

Selon 1'EPROM utilisée et selon qu’on =
lecture ou d'écriture 1’un des transistors =st sature par une
commande provenant du latch correspondant. & travers sa base. Ce

qui mettra sa résistance lige au collecteur a la masse.

\
30V s VYpp
— LM 317 ‘
RO
2400
R1 R2 R

ng sonlJaoal]

FIG 3.10 CIRCUIT ANALOGIQUE  GENERANT _Vpp
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74L547

7415175

FIG 3 -7 AUMENTATION . PROGRAMMABLE - Vpp



Cette alimentation programmable =st a base de LM317, c’est
un régulateur de tension positive a 3 broches, pouvant debiter

jusqu’a 1,84 sous une tension différentielle de 40V ce gul est

con fonctionnement gque 2 rasistances externes. Une tension de

sortise el

R

reéférence  VYref est  maintenue entre la oroche
labroche de réglage. un courant constant traversera aloré les
résistances Ro et Ri ce gqui donne un& tension de sortie
Vo = Vpp = Vraf (1 +F{;/R,:> + Tadj Ri, 1=1,2,3.4.

Pi ladj reprasente l’erreur sur la tension gu on peut cependant

négliger. car Iadj £ 100 pA.

Les reésistances utilisees sont ajustables, pour corrigsr les

aventuelles chutes de tension dans le circuit.

1g
T4
b
]
P
p\
=
t)
]

Le tableau 3.10b donne les valeurs dss

. correspondant aux différentes valeurs de sortis (Vppd.

Pour la mémorisation de ces différentes commandes, NOUS
avons opte pour le 74LS175, registre a 4 octels. En plus de ses 4
sorties directes, il présente 4 sorties inverses et une entrée de
remise a zéro. Les deux 74LS175- utilisés sont SeLéctiannés &n
meme temps par : CSe . R /W Voir figure 3.11. |

s de transistors (2N E222> et pour

i

Avant d’attaquer les bas
avoir un courant suffisant pendant la saturation, nous avons

intercalle le buffer 74L317.
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La sé&lection des différents transistor

tableau 3.10.

Transistor”s To: OV TL: 5V T2:132,0 T3: &1V Td: 25V
Commande
Bo 0 _ 1 -1 1 1
BL O 5 0 0 1
B2 0 0 - 0 1 O
B3 0 O 1 | o 0
B4 0 ' 1 | O 0 O

Sorties du T4LSL7

Tableau 3.10a : Selection des transistors.

Le. transistor Tq_dont le collecteur est refie directement 2
la proche Gnd du régulateur a pour role diassurer un zero de
tension des la mise sous tension du micro-ordinateur, alors dque
les autres transistors (respectivement TL. Te, T3, 74>, nous

délivrent les tensions continues (respectivement SV, 12,8V, 21V,

258VD .

Vpp Ki

oY TE0 ohns
12,8V 2.2 Kilo-ohms
21V 3,8 Kilo-ohms
=5V 4,5 Kilo-ohns

Tableau 3.10b : Tension Vep en {onction dg K
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b- Generation de Vcg @

La plupart des EPROMs sont slimentess par une btension

itent. Voo = 6Y pendant leur

11

Vee = BV. Toutefols, certaines neces
programmation, pour répondre a cet exigence, nous utilisons le
méme principe que celui utilise pour la genération de Vpp., Le
LM317 est alimente par la tension Ve = 12V disponible sur le bus

554 du microordinateur (AS-20. Un seul bit sufrit pohr la

sélection d’un des 2 transistors.

ny
—_——lM 317 oo
RS
240 .0,
RE R7
‘T5 - \ T4
3son 3300

A0
A1

FIG- 3 -12- CIRCUIT ANALOGIQUE. GENERANT _ . Vcg.
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3.3.4- Circuit dlaiquillages

1 *atude faite au paragraphe 3.1 nous a permi's de déterminer

I

les différents signaux a appliquer au support, d’ou la necessit
d’élaborer un  systeéems  gqul puirsse aiguiller les signaux

correspondant & chaqus EFROM.

Quatre broches sont  attaguges par des sSlgnaux difrérents.

ft

1

celon 1°EPROM utilises (tableau 382, Mot decriverons ol —dessous

le circuit d’aiguillage pour chacune de ces. ping.

PIN 20 : un décodeur C(74LS152) est ntilise pour aiguiller
1’un des signaux CPGM, All, E, G0 selon l’etat des deux bits de

commands préalablement memocises.

PIN 22 - 23 - 26 : le méue -principe est. utiliseé pour
aiguiller 1’un des signaux. Un relais intégré permet de commander
1z tension Vpp pour les PINs 22-23 ot la tension Voo pour la
PIN 26. Des portes - sont utilisges pour la commands . de S1gnaux

logiques (lignes adresses, slgnaux de commands de 17 EPEOMI.
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CHAPITRE 4 : LOGICEL DE GESTION DU PROGRAMMATEUR

4.1- INTRODUCTION :

Four piloter lz partie hardwars oo modole rsallse, nous
avons developpe un logicliel de gestlion, gorit principalement en
BASICO9 qui est un langage evolus structﬁre, & l’exception des
programmes réalisant la fonction de programmafiom qui =ont &orit
en  langage assemblear.  La  mise  au pelnt a7 une il ;egme
1'exploitation du programmatéur par des UtlliS&LEUFSVﬂOﬁ inities

au systéme d’exploitation OS9.
Af'in de faciliter la recherche du libelle d’une EPROM &
programmer, & lire ou a tester za wvirginite, celle-c1 doit étre

effectuée en deux etapes : cholx du constructeur suivi du cholx

du libellé. Cette opération est illustirés sur la rfigurs 4.1,

|

Nous décriverons ci-dessous les différents modes d’acceés a

1"EPEOM.

4.2= Lecture

¥

debut et Tin

B

Teul=to

[KH

Y

L

L*utilisateur commence par donnsr lecs

programes s branchera  sur la

T

Ce.
(¥
[
;L'
]

one de 1 YERPROM a lire.lL
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INTRODUCTION

Les EPROMS_CErasable Programmable .Eead Only Memory)',sont
des mémoires programmables et 'effa¢ables par 1’utilisateur
plusieurs fois, ce qui les rend trés utilisées lors de la
réalisation de prototypes ou lors de la fabrication de systémes
dans lesquels. on doit modifier quelguelols 'les informations. La
programmation des EPROMs n#cescite toutefolis l’utilisation d’un
outil spécial "lezprogrammateur d’EPROMs*'. Le travall qui nous a
été assigné consiste en 1’#tude, la conception et la realisation
d’un prbgrammateur d’EFPOMs enfichable sur le bus G240 du
microordinateur ASS reéalise  au laboratoire afchitécture des
systeéemes du centre de déeveloppement des technologies avancées. (e
prcgrammateuf doit nous permettre de programmer un grand nombre
d’EPROMs de différents constructeurs st de permettrerl’extenaion

a d’autres constructeurs ou = de nouvelles EPROMS et

éventuellement & d’autres composants programmables.

La presentation de ce projet g’articule sur les chapitres
suivantis '

Le premier chapitre est consacre a 1’étude des différents
types de mémoires tout en détaillant particuliérement 1’étude des

EPROMs.

Au  deuxiéme chapitre nous decriverons 1’ environnement
hardware et software du programmateur (microordinateur AS9 -~
systeéme d’exploitation O52).

Le troisiéme chapitre est consacrée 4 1’étude des différents
blocs constituant le programmateur.

Enfin dans le quatrieme chapitre est présenté le logiciel de

gestion du programmateur,
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CHAPITRE | : GENERALITES SUR LES MEMOIRES

1.1- Introduction

l*'utilisation

Tout systéme informatigue necessite de
memoires pour enregistrer, conserver et restituer des
informations, nous distinguons principalement - deux grandes
familles de mémoires.

i) Les mémoires vives

Dent le contenu est volatile dés coupure de 1’alimentation.
Cec mémoires sont utilisées dans les systémes micro-programmes,
les automates programmables elc.. comne memolres

-de données pour stocker le resultat d’uns acquisition ou
d’un calcul, pour melire au point un programme

—de programmes temporaires ou de reésultats partiels.

112 Les ménolres mortes
Nous pouvons diviser cette famille =n deus catégories

* Les nemoires mortes programmables une fois @ ce zont les
POMs C(Read Only Memory) programmables par le fabricant. Ces
derniéres sont utlll sées  pour  meémoriser des  Informations  ne
devant pas étre modifiées telles qu= les instructions d& base,
les microprogramres de diagnostics de pannes, eto, o1 lss  FPROMz



(Programmable ROMs) qui sont utilisées pour les essais finals
d'un programme qui vient d’étre mis au point =t avant la

fahrication en série avec des ROMs,

* Les memoires mortes programmables plusieurs fois: ce sont
les EPROMs et les EEPROMs. EPROM et EEPEOM sont utilisées pour la
mise au point d’un programme car on psut effacer les erreurs et
réecrire le programme au fur eb a mesure des evolutions de
1’étude, pour une production de petite seérie ces mémoires sont

utilisées 3 la place des ROMs.

1.2= Les differents types de memoires :

1.2.1-~ Les mémolres vives

Les RAM (Random Access Memory? sonl des meénolres vives car

pour ces meémoires les deux opérationz d’#critur de lecture

e
K
[

sont. possibles & la volonte de l'utilisateur, et ceci quslque
soit 1'adresse choisie. On distingue les mémolires statiques
[3] C(SEAMD ou la lecture est non destructive et les |
mémoires dynamiques ouU chaque lecture est sulvie d’une

réecriture automatique.

a- Memoires statiques :

La cellule mémoire des RAMs statiques est un circuit



bistable, une fois positionnée a un niveau, la cellule nemoire
garde cet é&tat jusqu’a ce que le contenu secit changé par
l'’utilisateur ou qu’elle ne soit plus alimentee. Ces mémoires

sont congues en technologie MOE et bipolaire. (fig.l.1 fig.1.2).
b= Cellule de memoire dynamique :

Le circuit le plus simple est obtenu par le schéma de la
figure 1.3 (3], le transistor MOS est sélectionne par la ligne de
mot et la capacité C réalise la fonction mémoire. Pour écrire on
rend le transistor passant et on memnorise dans C le niveau de
tensién présent, sur la ligne de digit, pour lire on rend le
transistor passant et on recueille dans la ligne de digit la

tension stockée dans C. Cette memoire est dynamique car la charge

fl

& des courants de

U

contenue dans ¢ ne se nalntient pas a cau
fuite, il faut donc périodiquement rafraichir P'information

contenue dans la cellule.

10
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Les memolires mortes

a~ Les ROMs :

Les ROMs (Read Only Memory? sont des mémoires a lecture
seule, les données sont introduites dans ces mémoires par le
fabricant, d'aprés les instructions du  concepteur par

utilisation du masque de photogravure.

Les mémoires ROM ont deux inconvénienis
x Le délai de réalisation est de 2 & 3 mois aprés le
moment oU le fabricant regoit le code du client
% Le coGt élevé du masque des interconnexions.
Néanmoins  elles sont avantageuses dés que le nombre des piéces

est important. {31

b= Les PEROMs :

Ce sont des memolres programnables une fois par
1’utilisateur, le fabricant livre des circuits dans lesquels tous
les couplages sont établis =’il s’agit de FROM & fusibles ou sont

4 établir s’il s’agit de PROM a jonction.

a

L'utilisateur réalise la programmation & 1’alde d7un

appareil appelé "programmateur de FROM".

12



* PROM a fusible ¢ . )

Dans ces ménoires chaque transistor couplant une ligne de
mot & une ligne de digit et mis en Série avec un fusible qui

supporte le courant de fonctionnement mais fondant lorsque le

courant de programmation le traverse. (fig.1.40

% PROM a jonction :

Dans ces mémoires l’élément de couplags entre une ligne de
mots et une ligne de digits est un ‘ensemble de deux diodes
téte-beche, le couplage n’existe pas. Pour le créer, il faut
court-circuiter 1’une des dicodes; pour cela on met a la masse la
ligne de mot et on applique sur la ligne de digit un train
d'impulsion qui met en régime diavalanche la  diode a
court-circuiter et fait fondre localement sa jonction. La ligne

de mot et la ligne de digit sont alors coupléss. (fig. 1.3

¢- Les EFPROMs @

Ce sont des mémoires programmables electriguensnt =t
effacables par- ultra-viclet. La cellule de mémolre est un
transistor FAMCS (Fleating gate Avalanche injection M. 0.5, Un
phénomene d’avalanche créé entre le drain et le substrat
‘permet d’obtenir des électrons d’énergie suffisants pour

traverser une faible épaisseur. de silice (10 mmd; arrivés sur

13
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la grille, les électrons, avant perdu lsur energle cingtique, v
restent piégés; la grille chargee rend bloque le transistor
préalablement passant en supprimant un canal.

Pour reprogrammer la mémoire il faut enlever les charges de

la grille flottante; on peut

¥ Soit les enlever & 1l’alde de ravons ¥, =i la menoire est

encapsulés dans un boltlier normal.

x Soit les enlever a 1’aide des réyons ultra—vidlet mais il
faut pour cela que le boitier soit muni d’une fenétre
transparente aux rayons ultra-viclet Cla plus fréquented.
L'effacement est une opération qui dure snviron 19 mn. La figure
1.7 nous donne le temps d’effacement. de 1°EPRCOM en fonction de

la source de lumiére utilisée. [3]

d- Les_EEPROMS :

‘Pour. les EEFPROMs L ROM programmable et e—f'f'ar;able
electriquement), le procede d effacement est plus sinple gque
celur des EPROM car on n’a plus besoin de source de rayons
ultra-violet et surtout le procédé d’effacement est irés rapide;
en outre on peut effacer et réecrire une zZone mémnoire sans
modifier le contenu des autres cases memolire. La propriéte
d'effacement selectif d'une zone constitue le polint fort de ces

menmoires.

15
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1.3- Modes de fonctionnement des EPROMs :

ADRESSES

Toutes les EPROM quelque. soit leurs capacites mémoire sont

SORTIE DATA

I
-

M COMMANDE
CE : ;

. -BUFFFR
L4 DE.SORTRE
DECODEUR,
MATRICE

DECODEUR-

X

Jo-.-

munies des sighaux suilvants :

* bys d’adresse

*¥ pus de donnees

* slignaux «de commands

* tension de programmation

#* Vee, Gnd.

#® le bus d’'adresse

programmer ou a lire.

% e bus de données

de la programmation. Une fois 1’EPEOM programnes, elle ne peut étre

permet de localiser la case mémolre

R . . :
saelectionwen lecture ouemdcriture lors

AT




1.

sélectionnée qu’en lecture.

=tte tension

0

x Tension de programmation Vep : la wvaleur de’
est specifique & chaque constructeur et varie de 12 & 30 V selon

les recommandations de chagque constructeur.

% Les signaux de commande : sont généralement en nombre de

trois

CE : permet la sélection du boitier

OE (Output Enablel : valide les données en sortie

E———

FGM : impulsion de programmation, pour certalnes EPROMs

PGM n’existe pas, CE est alors utilisée comme impulsion de

programmation.

Selon les niveaux de ces signaux de commande on a les modes

de fonctionnement suivants.

{- Mode écriture (mode programmationd

-

Pour programmer une memoire les opeérations suivantes sont

nécessalres

138




*¥ générer l’adresse de la position memolre a programmer et

1’apoliquer sur les broches correspondantes.
P

% générer la donnée et 1’appliigquer sur les broches

correspondantes.

¥ une fois les données et les adresses sont stables on
génére une impulsion de 10 & 55 ms qu’'on applique sur la brochs

correspondante (OE si elle existe est a 1'&tat basl.

Lorsque la capacité de 1’EPROM & programmer est grande,
cette méthode devient de plus en plus lente ce qui a amené les
constructeurs & élaborer des algor;thmes de programmation
‘rapides, nous expligquerons ci-dessous 1l’algorithme développé par
TEXAS INSTRUMENTS C(Calgorithme que -DOUS' utiliserons  pour
la programmaﬂion des EPROMsD.

% Une fois les données et les adresses sont stables la
tension Vee est a 6 V, on épplique ia tension de programmation
Vpp & la broche correspondante une impulsion de,l ms est applique
sur la broche PGM, et on vérifie si 1l’écriture a eu lieu, dans le
cas contraire on refait la tentative, si au bout de 15 essails la
donnée n'a pas éte stockée on applique une impulsion finale de
4 ms, si la donnée n’a pas ete stockée on arréte l’opéﬁation,
sinon on passe & l'adresse prochaine, a la fin on refait une
vérification de tout le contenu de_l‘EPEOM a VYee = Vpp = 9V, en

cas d’erreur un message d’erreur est envoye.

19



1.2.28- Mode lecture :

1.

La lecture des EPROMs se fait une fols que le boitier est
sélectionné, OE est a l’#tat bas pour activer les donnees en
sortie, labroche de Vpp est 4 5 V pour certaines EPROMs ou a

1’état bas pour d’autres.

. 3= Mode attente :

Ce mode réduit la consommation de boitier qui n’sst pas
sélectionné, CE étant a l’état haut, la consommation de 1’EPROM

est alors considérablement réduite.

. 4= Mode vérification :

Une fois 1'EPROM est programmée, on fait uns verification de

toutes les cases mémoires pour cela OF est a 1’état bas.

3.5~ Mode sartie déconnectée

OF é&tant a l’état haut, le bus de donnéss ezt en haute

impédance donc non connecté au bus du systeme.

20



1.3.58- Mode programmation inhibee

Pour ce mode |’ EPROM est pretes
est a 1’&tat haut,

impédance.

2,4

=i

dan; ze cas le bus de donnsiss

gt.re programmes,

ezt

ceyl

E

en haute
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CHAPITRE Il - LE MICROORDINATEUR AS-9.

2.1-= INTRODUCTION :

Différents modeles de programnateur d EFROMs  existent
aujourd’hui sur le marche,

i)
U]

x Les programuateurs o EPROMS incorpores dans

systénes de developpement.

* Les programmateurs d’EPROMs enfichables sur le bus

des microordinateurs.

% Les programmateurs d’EPROMs autonomes qui dispose ou
non d’un  interface série RES232C pour communicallon  avec  un

microordinateur Ccompatible PO ou autrel.

th
i
'+
(a3
{8l
L1

Chacun de ces programmateurs presente des avantages

incanvenients. Parmi les inconvenlisnts

* Le prix onéreux pour les programmabaurs “universels

% Les programmatesurs bon marche ne disposent pas de

mémoire de masse pour stockage  des intformabions etsou ne

programns que quelque type d’EPEOMs.

25




* (Certains programmateurs necessitent un PC ou un

compatible.

*xc=tc. ..

Notre abjectif est de faire un compromis entre 1

et les inconvénients gque presentent ces programuwat sur

E
savoir la realisation d'un programmatsur bon marche disposant

d’une mémoire de masse et tendant vers 1 universalité.

A cet effet notre cholx dt porte sur l’utilisation comme
support du microordinateur ASS reéalisée au C DT A,

La présentaticon de ce micoordinateur qui a s=rvi comme outil
de travail Chardware et softwaired durant la realisation de ce

alre.

“

projet s'avere néces

8.2-_Presentation du microordinateur AS-9

Le microordinateur AS-9 est un prodult do CDTa, C7est un

systéme modulaire extensible, constrult autour du microcrdinateur

8 bits, le MC 8200 de Motorola,

3

TS ar=T=0 }

Il est  dotée d’un  systems  dayplarr ziion

raltitache el multiutilisateur. La figure 2.1 montre la structure

de base de 17AS-9 et ses extensicons.

2k




Eﬂug-, Harloge

| Temps Réel.
\
RAM 53Ko.
P
ROM dKo. R3232C.
Controleur
Disquettes-
l | BUS EXTENSIONS |
| 1 |

Fig.2.1 STRUCTURE DE BASE DU MICROORDINATEUR AS-1.
p ‘
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Le microordinateur AS-8 avec sSa cmnfiguratimn minimale =
compose de
% ['unite centrale CPU B&09, Llmer, EFROM, REEZIE
¥ L'interface {loppy disgus.
* FAM 59 Ko
% Terminal nonochromes,
L’ AS-9 dispose des options sulvantes
*® Zeme Iloppy
-~
* Beme poste avec interface luwprimants serls
x Interfaces series FISIEC, vitesse reglable de 100
bauds a =300 bauds.
% L’intertface de visualisalion couleurs bilingus 2 base
de CETC (MC 884352
% Interface centronics Cimprimante paralléled et 170
paralléles,
* Carte prolongatrice.
) % Carte 4 wrapper.
2.3- Architecture du microordinateur AS=9 3
2. 3.1- Le systénme d’exploitation O0n-3
1° @S- est un systéms o exploliztion adaplté aux exigences

26
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la programmation moderne (11, [2]. L'05-9 es1 ne, pour le OB

09 en

1980 et permettait deja, grice aux qualitss ex cepticonnelles de ce

microprocesseur, de volr un systems de Lype UNIY tourner sur
processeur 3 bits.

Caracteristiques d’05-9 et performances du G809 :

*® Performances du 6809

L’ 4S-0 est reéalise &4 base de 8809, ce dernier constitus 1’

des meilleurs microprocesseurs 2 bits du merche. Son

un

d’instructions présente desz caractéristigues alléchanies parmi

lesquelles nous retiendrons suritoul
% La possibilité de réaliser des programmes independants
leurs positions mémoire grace & 1l adressage relatit’ long st

chargement des registres =n relatif.

1

de

all

x La souplesse des transferts entrs reglsires, 1nsl gus

leurs sauvegardes, ce qul ouvre l& champ aux progranmes resentrant

3

T

toaux modula

C'I,'

=r

A

i
Iy
.
=
.y
T

% La richesse des modes 4 adressage disponibles

(

microprocesseur un composant de haat de gamme 041,

21
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¥ Caracteristiques d’0S-9

L'OS-9 est  un | systéme d'exploitation multitaches el
multiutilisateurs, développs par la soclete MICEOWARE =t MOTOROLA
ect desting au microprocesseur 6803, d’old son nom d705-9

COperating system 82304,
g =Y

Il est particulliérement adapié aux applications complexes.
Ses principales caracteristiques sont
* Gestion étendus des ressources du systéme @ mémolire, EAS,

temps machine.

¥ Interface operateur pulssant, facile & utilizer et a

maltriser.

¥ Parfaitement adapte a la programmation modulaire  en

memolire morte.

% L'0Z~9 apporte des dispositifs nouveaux destine & uliliser

™ ' ~

la plupart des possibilités des leogicliels resntrants® et
“translatables" o gqui peuyvant etre  partaegss  par plusisurs

1

g
utilicsateurs simultanégment pour diminuer les besolins en tallle

L

mémolre,

28



L’0S-9 présente uns varifie d'utilitalres.

* BASICOS

¥ Editeur de texte
® Assembleur

* Debugger

* Compilateur C

» Pascal

x COBOL

% FORTEAN.

¥ etc. ..

% Architecture du systéme

La figure 2-2, presente 1’organisation générale d705-

g

avec principalement le noyau du systeme et 1'ensenmble des E7S.

Nous distinguons dans cetie {igure deux parti=s principal

* La premiere partie est constitues du noyau executit et

»
deux modules systéme, Clock =t Init.

Le noyau exécutlir  est responsable  de  17ewscution

S

‘o et e es oniyTeEr e nT Tz agesiilon des

fonctions systens.
la gesiion du oomultitachs, la gestlon menoire 2t lTacces

autres modules du systéme (edition de lieni.

3.9

[S=

des

¥




: 083 ;
In“ . Kemel Giﬁﬁi{
[ OS5P1 - 059P2 )
i / CI Menager
1 i |
i Fil G, T T e
Manager RBF SCFMan PipeMan
[ | , 1 I
FDC|{HDC| | PIA || ACIA| [Piper
pojipthioz((p3] fHoj [Ht] e {P2| JT{{vz||Pt||Ter | {Pipe
- RBF Device Descriptors€ — SCF Davice Descriplorsd—  Pipe
Descriplor

'ﬁg.Z-E ORGANISATION GENERALE DE 1'083.
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¥ Le module clock est spécifique du circult horlogs temps

i,

f

reel utilisg dans ce systéams, [nlt est une table d7initialisation
sollicites par le novau lors du demarraos du systéms. [l precise

les tallles inltiales des tables systéms, l=s noms 1miiaux des
periphériques, etc.. Ces modules illustrent le concept de

modularité introdult par Oz-9.

Le novau est identique guelque soif la machine sur laquelle
il tourne; 4 ce niveau du systeme ssuls lés modules clock et wnld
seront  spécifiques d’un  matériel =3 d'une contfiguration

particuliére.

¥ La deuxieme partie inclut tous les niveaux concernant les

fa-

E-S. Toute requéte est traitée d’abord, par le noyau, qui invdgue

- —

{

ensulite les différentes couches decrites Cl-aprs

Les gestionnaires de fichiers (rile managers=). Chacun de ces
gestionnaires est chargé de traiter un type pariiculier de

transfert. _ . )

Le second niveau est le manager E-S "IOMAN". Il permet un

traitemsnt des opérafions d’E/s
e troisiéme niveau qui permet de traiter des primtives

.

d’E/S pour les classes simillaires dinterfasce E-Z

N
=



1 ZCF {&squential

i

A
11
{Jn

* e manager de fichler a acces ==quenti

L

dispositirs de stockage qui

i
41

Character File manager) gere tous 1

travaillent rcaractere par carclere, comne les termlinaux, les

imprimantes 2t moden.

¥ Le manager de Tichier 4 acces aleatolire "REF" (Random Bloc

File manager> traite toutes les rfonctions des dispositifs de type

disque.

®¥ le gesticnnaire "PIPEMaN" pernst  de  commander des
processus utilisant les “"FIFEY.

Les gestionnaires de circuits Cdevice driversd s Lrouvent

au niveau 4. Chague gestionnalre de circults =St speclliqus diun
circuit 4’E-AS particulier, 1l st présent uns seuls Tols en
mémoire‘quelqué,soit le nombre de ~iroats o=
shvsiguensnt dans le systems,

i
H

il es

T
171

Lzs device drivers less plus utilisezs sont 1

X

ACTA pour intertface serie
*VPIA pour interface parallele
* FDC pour interface loppy disk

¥ HDC pour interface hard disk.

3%




Les descripteurs de periphsridques, situes au nlveau O, sont

&3 & chague port de

T

des petits tables de parametlres assocl
systeme, il y aura donc autant de descripteurs de péripheriquess

que de peripherliques.

C'est dans ces tables que 1'on trouvera notamment  les noms
respectifs du gestionnaire de cireugits 2t du gesticonnaire de
fichiers sollicités pour les transterts, ainsli gus 1’ adresse

hveique et le nom logigue du port 1 Ul —méme.
Physlq gig =

sorties

> 3 2- Organisation de la memolire et des entrees-sot

L’organisétion du champ d’adressage dans 1'AS-2 est repartie =n

guatre zones principales.

ADRESSES CAPACITE

FEFF EFROM ‘ 4 Vo

périphériques SO
_EC168 . _ e e e —
EC1LS

utilizateurs L2 ootets
ECQO
EEBFF
DR AM ) 50 Kootaots
0000
o e — 1l - - .- —

Tableau 2.1.a- Grganigranme dz la Sinnl PE par  Zons.

13 .




MEMOIPES

Pagmr ve

TIMER

{oentronlcsl

Ti Cimprimante seried

TL LRSE32C0

TERM C(RSZ3200

Fegserve

PROGEAMMATEUR D’ EPEOM

Feservsa

Utilisateur

CAaFLACITE

[} =,
aztets

Ef oot ets
octets

16 ooctets

2y



2.3.3- Les modules hardware de 1'AS-9

Le hardware du microordinateur est composé de quatre cartes

principales.

a~ Carte bus G54

1

Le bus est adopté par plusieurs
Actuellemesnt 1l est utili

industrieis 8 hits.

Al

Les cartes au tandard simple

i

compagnl s

—

& comme standard dans

europeennes.

(4]

les systeme

Europs CEurccard? =ont

réalisees autour du bus G&4. Il et composé ds

¥ 18 lignes adresses.
® 8 lignes donnges.
® 20 lignes de contréle

®* 10 lignes d’alimentation.

~a

Les  specifications du bus G4 sont identifi

tableau 2.2.

%5

=g dans le




Alimentation

{t

Adresse

Transport de
donness

Connecteur
de bus

Polarite de
signaux

‘Nombre de

Adresses
Donneses
Autlres

<=
=

1 connec

logique
adresses
donne=s
lignes d

16 lignes + 1 ligne signal

+ 5 Vdc

+ 12 Vdc

- 12 Vdc

+ 9 VYdo batterie (2 a4 5 VYdcold en optlion.

compatible TTL ~ haute impsdance
compatible TTL ~ hauts impedance
ignaux : cempatible TTL / collecteur
ouvert ~ haute lmpedance

T

D&

d

-

% 16 bits.

teur B4 pins standard DIN 418512B.

=

modul es 5 modules maximum.
Tableau 2.2 ¢ Specifications du bus G6G64.
Ces signaux font identifies danz le tsbleau 2 2. L2 bus GO
utilise le connecteur femslle standard DIN 41612E. Les modules

G64 correspondanis sont & base de cannecteur

males DIN 41812ZE.

<
—
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Ce module compoerte le MO 8300, une EPROM de 4 Ko contenant
le novau du systéme dexploitation O5-9, un décodeur 4d’adresses,
un timer et un port 4d'Es/E serie; le role de ce module est de
gerer tout l’environnement du microprocesseur 63038, b de fournir

les signaux necessalire

(A

- Mémolre wvive CDRAMD

fin
f_a
=
T
o
=
=3
M
O
T
=
—
"5
1)
ot
i

Cette carte de capacitié Bd Ko reprasent
du microordinateur. Seuls 92 FKoctets sont utilises,
d- Interface coniroleur di=sque simple C(FDO
Cette carte a pour réle de gérer le iransfert des E/2 de

donnges entre la mémoire et les unites de disquette et cela d'une

maniers autononme.

Conclusion @

£
-
]
]
=
(o
[N
[
’_J
o7}
L

Dans ce bref apergu, nous n’avons pas cite tous

qui constituent le microordinateur AZ-%, nous nous commes limltés
=1

4& décrire les modules qui sont =n ¢ tion directe avec 1a

lI'

]

realisation du programpateur toul 2n. donnant beaucoup plus de

details sur le bus 3P4 supportant ce moduls,
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DEBUT

CHOIX DE CONSTRUCTEUR

\ . —
CHOIX DE L EPROM

LEC TURE TESTDE VIRGINITE | PROGRAMMATION

- DISQUETTE
|

f TRANSFERT SUR

FIN

(&w-»* 3

Fle 4 O_RGANIGRAMNE DU MEN u



procédure de ' lecture, Une fois 17adresse appliques sur les
broches correspondantes, les signaux de comnande fixes, la donnes
est lue et transférde dans la BAM a partir d’une adresse choisie

5
=t edites sur lTecran, le

T

au préalable, en méme Lemps la donnes
compteur d’adresse est  incremente d’une unitée et 1’adresse -
suivante est lue: cette opération se repete jusqu’a la lecture
compléte de 17EPROM. A la fin de la lecture, Putilissteur a la
possibilite de transférer les donness dans un fichier pour
sventuellement dupliquer 1°EFROM ou  archiver son contenu.

(fig.4.2).

4.3- Test de viginite :

Avant la programmation d’une EFROM 11 est néecessaire de
vérifier si elle est vierge c’est a diré tous les bits sont & 1;
pour cela une fois l’adresse debut fiwegs, ainsi gue les signaux
de commande, la donnége est lue puis compares a FF; si 1
bite est &  “0", un message apparait sur l’ecran signalant que

1'EPROM est non vierge et 1’execution du programne est arretée

(1N

sinon le contenu de !'adresse sulvante est verifies, un nessag
st envoyé pour indiquer que 1’ EPRCM est vierge (Fig. 4.3 lorsgue

toutes cases memolire seront Lestees. .

4.4~ Ecriture :

Deux types de programmes ont ele &labores, 1’un pour
la programmation d’EFROMs de faible capacitsg, l autre dit raplde

pour les EFROMs de grands capacite.
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DEBUT

ADRESSE DEBUT DE U EPROM At
ADRESSE  FIN ,' AN
ADBESSE DEBUT DE LA RAM Bi
[ =1
3
(Al) > Bi -

(e

FIG 42 ORGANIGRAMME DE LECTURE D' UNE EPROM.




DEBUT

|

ADRESSE DEBUT DE L'EFROM: A1
ADRESSE FIN DE LEPROM: AN

-

I EPROM - NON
VIERGE

— I;;v1

EPROM VIERGE

FIN

FIG 4 3 ORGANIGAMME TEST DE VIRGINITE
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* Programme standard @

Les donnees sont tout d’abord stockees dans une zone memoire
de la RAM, 1’utilisateur spécifie les adresses debut ét fin de la
zone nmémoire de L1’EPROM dans lagquelle les donnéss  seront,
transrérées. Les opérations suivantes seront
ef fectuees

¥ la premiére adresse est fixe

% 1a donnée est lue et appliguée aux broches correspondantes

du support de 1’EPROM.
% Vpp et les signaux de commande sont.  mls  AuUX NnlvEeaux

nécessaires a4 la programmation pendant uns durss de S0 ms.

—

* Le compteur est incremente &L on refait la méme operation

pour toutes les cases MEMoires a Progrannst.

x Programme rapide :

Pour les EPROMs de grande capacité mémoire, on appliqus

i1’algorithme é&labore par TEXAZ INSTRUMENTS; 1’adresse et. la

donneée sont appliquées aux broches correspondant.es.

On geénére uns lmpulsion de 1 ms (WVee = 8Y, Vpp = Vpreog), on
vérifie si 1l’écriture a su lieu, dans le <as contraire on refait
la tentative, si au bout de 15 essais la donnes nla pas £te

" stockée on applique uns impulsion de 4ms. 21 la donngs n’a pas

w

passe & 1’ adresse

été stockée on arréte lopération sinon on
suivante: A la fin de la programiation on falt une verification

de tout le contenu de 1TEPROM a Vee = Yep = DV,

T



DEBUT

X
ADRESSE [DEBUT RAM; BY

ADRESSE CEBUT EPROM : A1
ADRESSE FIN EPROMY AN

OCGRAMATION
(BJ)— Al
TEMPO = 50MS

NON

I

d ERREUR DE
PROGRA MMAT

I = 1.1

FIN

FIG 4.4 ORGANIGRAMME : PROGRAMVATION STANDARD D UNE EPROM
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X = X 1
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CONCLUSION

Lee fravall gul nou

ol un programna

sl Laboratoire Architecture des

[ T e e gy
i v uﬁ'} it e .ﬁl. L.‘P b n JrA Ly L\»!-I i

e semy o] F A— Tl UV S - - . - s o puy pme T o pany man -
ot resultats e mantes, O el tats

ceur du programsmateur’ BROM B000 de mioceo-

isg, hardware 8t soflware, présente La

Le module

avantages suivanl

o

— Fariliteé de recherche du libelldé o une EFROM & programnmer

{ou & lire), celle-ci s'effectue &n deusx Etapass: ohodlx du

constructeur suivi de celul de 17
-~ Frix comparable aux modules analogues enfichable sur

micro-ordinateur tout en ayant ia possibilité iles

programmsr un nombre df ERFROMe plus lmportant.

— Pyiv oaves "micro-ordinateur ABWY compatlitif pae rapport A

celul des programmatewrs universels.

- La modularité du logiciel permet 1 éxtention a fd antres

EFROMs . \ |

Ce travail s’ achévra par la reéalisation da cilircuit imprimé

du module et la mise auw peoint du mernu. .
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COMPOSANT REFERENCE QUANTITE PRIX UNITAIRE <FF>
BUFFER 74LSG 40 ot 7,28
INVERSEUR
2 GUADRUPLES 74LS 244 o1 2,80
AMPLIFICATEUR
3 ETATS
COMPARATEUR 74LSSB2 o1 : 4,82
8 BITS ]
DECODEUR 74LS138 o1 a.27
3 VERS 8
QUADRUFPLE 74LS175 0z 5.80
BASCULE D
8 ETATS
6 INVERSEURS 74LS17 oz .14
‘c. o
4 PORTES ?4LS04 . o1 " o,90
NAND
4 PORTES 74LS92 ot : T 1,00
OR .
3 PORTES 74LS1 4 oz 1,24
AND
83 ENTREES
DOUBLE 74LS153 " ot 3,20
MULTIPLEXEUR
OCTUPLE 24LS973 . oG 2,78
VERROU 3 :
ETATS
MICRORELAIS RS3490-383 03 20,00
REGULATEUR LM317 oz ‘ © 4,35
DIODE . 1N4145 o9 o,.20
SIAGNAL . o
TRANSISTOR 2NZ2222 a7 0,50
RESISTANCE oG 1,20
AJUSTABLE :
RESISTANCE aso 0 i w a7 a,30
RESISTANCE za0 0O i w 0z 0,30
RESEAU 1 K2 oz 5,00
CONDENSATEUR 0,10 pF 3asv 1< \ 0,45
CONNECTEUR oz ©,z0
40 PINS
CONNECTEUR C ol ©,20 .
54 PINS
CABLE PLAT ' o1 20 FF/m
CARTE A oz . ©0,00
WRAPER




1 PROGAAM - VERIFY
Vi = } : .
ADDRESSES \ ADDRESS STABLE K .
T
f ) l"_‘“—. . °
| o] pat— tan
\ 3
: ~ r ™ )
oaTa OATA INSTABRE 1\ HighZ A oATAoUTVALID . | Y
{ 3 —
I.—lss—- ] R — [rafm—— tpep
/
"/
1275w s a
| Vor
} | 5.0%
g, —retor
£25V/E.OV | &
‘ - ¥og
hov —=- — 105 ——ir
[P p—
= .
v L
e ——ad
Vin {
PGM
Vi
tew e— (OEs —-l
| JT—— r— loF — ea—
T
E3 forw ' X
Yie
’ ' . 230864-8

NOTES:
1. The Input iming reference lavel is 0.8V for Vi and 2V for a Vi,

2. {og and {pFp are characieristics of the device but must be accommodated by the programmar.
4. When programming the 2764A, a 0.1 uF capacitor is required across Vpp and ground to suppress spurious voltage

transients which can damage the device. .
4, 12.75V Vpp & 6.25V Ve for Quick-Pulse Programming Algorithm; 12.5V Vpp & 6.0V Vg for Intgligent Programming

Algorithm.



TMS2732A
32,768-BIT ERASABLE PROGRAMMABLE READ-ONLY MEMORY

read cycie timing

|

ViH
ADDRESSES .
|

Vi \
[ teini—+

— VIH )Q——Tt f
Civer | . an(Gl ‘

ViL
INESE e LdistGH
. VOH
ai.08 x
VoL 4 L
standby mode
Vin

ADCRESSES

[
I

aisiE)

ViL
Vo
01.08
Voo

program cycle timing

. ViH } r
ADDRESSES ADDRESS N ACDRESS N+ 1

viL 3
sual—pa——e| po—-=thia}—m

VIHVOM
||
ViLIYoL
HYo LoD} | | = pe-tineri
~ Vpp
Oivpp
Vi
1suiVPR)
YiH
3
ViL

Timeng messuremant relurence levuls. Inputs 0.8 V sad 2 V
Ouiputs 0.8 ¥ and 2 V.



TMS2532, SMJ25632
32,768-BIT ERASABLE PROGRAMMABLE READ-ONLY MEMORIES

read cycls timing

Vi
¥
PO/PGM
YoM -
Q1-08 VAUD
You
standby modes
ViH " ]
ADCRESSES ADDRESS N XE : ADORESS N + m
Vi F
ViH I
PD/PGM |  STANDBY ACTIVE
Vi | ) I
] S I"——‘Jl-'-wm'
v 1 . L -
OoH -
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